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AlGaN発光層から線幅の小さい鋭い発光を得るためには原子レベルで平坦なAlNの下地層の上

に、(Al)GaN/Al(Ga)N の量子井戸を作製することが望まれる。バルク GaN 上では、ステップフリ

ー表面を選択有機金属気相成長(選択 MOVPE)によって作製した報告がある[1]。一方、AlN では、

ステップフリー表面や原子層ステップ端密度を制御した報告はない。我々は、サファイア基板上

にスパッタ堆積した AlN膜を face-to-face高温アニール処理した AlNテンプレート(FFA Sp-AlN)上

において 2×106 cm-2と低いらせん成分の転位密度を実現している[2, 3]。本研究では、AlN の原子層

ステップ端密度の制御と量子井戸構造作製による発光特性評価を目的としてメサパターン加工し

た FFA Sp-AlN 上に AlN 膜の選択 MOVPE 成長と量子井戸発光層作製を行った。 

 オフ角 0.2°のサファイア基板上の FFA Sp-AlN 上にメサの大きさ約 3−20 μmのメサパターンを作

製した。メサパターン加工 AlN 上に AlN 再成長膜厚を 283−310 nm、MOVPE 成長温度(Tg )を

1275−1300 oCと変化させ、MOVPE 法によって再成長させた。作製した試料の表面形態を原子間力顕

微鏡(AFM)で評価した。再成長後のメサ大きさ 3.9 μm、Tg 1300 oC、再成長膜厚 296 nmのメサのAFM

振幅像およびメサ上の AFM高さ像を Fig. 1(a) および Fig. 1(b)に示す。メサ表面全体がステップフリ

ー成長領域となり、基板オフ角を起因とするステップ端が一掃されていた。また、Fig. 2 にメサの大

きさおよび Tgを変化させた時のメサ表面でのステップフリー成長領域の幅を示す。メサ大きさ 5 μm

以上の時メサの大きさには依存せず、メサの大きさに関わらず Tgが高いほど広いことがわかる。これ

は Tgが高いほどAlのマイグレーションが促進され、ステップフロー成長が促進された影響であると

考えられる。当日は、選択成長AlN膜上に作製した量子井戸からの発光についても報告する。 
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Fig.1 (a) Amplitude and (b) height images  

of AFM of the mesa (mesa size 3.9 μm,  

Tg 1300 oC, regrowth thickness 296 nm). 

 

Fig.2 Effects of mesa size and Tg  

on width of Step-free region. 
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